/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

2N 1208 - 2N 1209

NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

LF large signal amplif VCEO { sov 2N 1208
arge amplification
Amplification BF grands signaux a5V 2N 1209
Ic 5A
gigh current svaitching Ptot (250C) 85W
ommutation fort courant
Rth(j-c) 2,05 0C/W max
15 min 2N 1208
h21€(2A) { .
20 min 2N 1209
Power dissipation derating \
Variation de dissipation de puissance
100% !
'
75 LI\
i \
]
50 |— N
t
: \ " Tos61 (cBE9)
25 i N Boitier
1
ol 1
0 50 100 150 TcaselOC)
— \\§
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 1208 ‘ 2N 1209
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 6o 48 v
Collector-emitter voltage 4
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 5 v
Emitter-base voltage 5 v
Tension émetteur-base Veso 10
Collector current Ic 5 5 A
Courant collecteur
Power dissipation 85 w
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 85
Storage and junction temperature t 200 200 o¢
Temp. de jonction et de Tstg — 65 +200 — 65 +200
\_ Y,
- I N\
Junction-case thermal resistance . oc/w
ke ique jonction boitier max Rthlj<) 2,05 2,05 'C/
- J
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2N 1208 — 2N 1209

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tcase 25°C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

b Conditions de mesure min | typ | max
vVeg = 60V
g =0 10
Vcg = 60V 2N 1208
13 =0 20
Collector-base cut-off current Tcase= 150°C
C Scictial roll " — IcBO mA
ts -base Vcg = 45V 2
Ige =0
Ve = 45V 2N 1209
lg =0 20
Tcase= 150 °C
. VeB T 5V 2N 1209 10
Emitter-base cut-off current Ic =0 | mA
Courant résiduel émetteur-base VEg = 10V EBO
= 2N 1208 10
Ic =0
Coll -emitter breakdown voltage Ic = 100 mAV «| 2N 1208 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur| 1Ig = 0 (BRICEO | 5N 1209 45
Collector-base breakdown voltage ic =10mA v «| 2N 1208 60 v
Tension de claquage collecteur-base IE =0 (BRICBO | 7 1209 a5
Emitter-base breakdown voltage Ig =10mA v «| 2N 1208 10 v
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 (BRIEBO | 5 1209 5
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert Vee = 12V h21E 2N 1208 15 30
" Ic =2A 2N 1209 20 30
direct du courant
Collector-emitter saturation voltage
B . o Ic =2A All types
Tension de -émet- _ VCEsat 2 v
teur Ig =025A Tous types
Base-emitter voltage VCce = 12V v Al types 3 v
Tension base-émetteur Ic =2A BE Tous types
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
Transition frequency 'VCE f g%VA fr All types 3 MHz
Fréquence de transition fc _ I'MHz Tous types

* Pulsed

Impulsions tp = 300 ps 5§ < 2%
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/) THOMSON-CSF 2N1616
DIVISION SEMICONDUCTEURS EN 161 7’ EN 1618

NPN SILICON TRANSISTORS DIFFUSED MESA

TRANSISTORS NPN SILICIUM MESA DIFFUSES

(" ) ( )
. e . 60V 2N 1616

LF large signal amplification VCEO 720V 2N 1617

Amplification BF grands signaux 80V 2N 1618

High current switching Ilc 5A

C tation fort Ptot 8w
Rth(j<) 1,750C/W max
h21E (2 A) 15-75

Power dissipation derating . Y,
Variation de dissipation de puissance

100 % (
! Coe 061 (CBE9) j
Boitier
75—\
H C
| P>
E
50 |
: /
1
25 4
! N
'
0 '
50 100 150 Tcasel©C)
\— J -
KABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 1616 2N 1617 2N1618
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 60 80 100 v
Collector-emitter volitage
Tension collecteur-émetteur Veeo 60 70 80 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 8 8 8 v
Collector current
Courant collecteur 'c 5 5 5 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 85 85 85 w
St ge and j i o Y 175 175 175 oc
Tempé de jonction et de k Tstg -65+175 -65+175 -65+175
— J
Junction-case thermal resistance
N N ique j ion boitier max Rthij<) 1,75 1,75 1,75 OC/W|
\—
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F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél: (1) 7885001 Telex : 610560 /) THOMSON-CSF 107

COMPOSANTS



2N 1616 - 2N 1617 - 2N 1618

STATIC CHARACTERISTICS (Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
* | Test conditions min | typ | max
Conditions de mesure v
Vcg = 60V
IE =0 2N 1616 10
Tcase= 150 °C
Vcg = 80V
?"“mf’f‘f cut-off e e IE =0 Icgo | 2N 1617 10| mA
Tcase= 150 0C
Vcg = 100V
IE =0 2N 1618 10
Tcase= 150°0C
VCe = 60V
2N 161 1
VBE = -1V 6
Collector-emitter cut-off current VCe = 80V .
1 A
Courant résiduel collecteurémetteur |VBg = —1V IcEX 2N 1617 m
VCcg = 100V
1
VBE = —1V 2N 1618
Emitter-base cut-off current VEB = 8V , All types ] mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO Tous types
Collector-emitter breakdown voltage | 100 mA 2N 1616 60
Tension de claquage collecteur-émet- IC = 0 V(BR)CEO" | 2N 1617 70 \
teur B = 2N 1618 80
Emitter-base breakdown voltage Ig = 1mA « | All types 8 v
Tension de claquage émetteur-base Iic =0 ViBRIEBO Tous types
2N 1616 60
Collector-base breakdown voltage Ic = 1mA *
) V(BR)CBO | 2N 1617 80 \
Tension de claquage collecteur-base |lg = 0 2N 1618 100
Vce= 12V
Static forward current transfer ratio | CCE - 2A All types 15 75
Valeur statique du rapport de trans- = h21E Tous types
fert direct du courant VCe™ 12V
Ic = 2A 7
Tamb= —550C
Collector-emitter saturation voltage
] : Ic = 2A All types
- | 2 \
Tension de saturation collecteur-emet- B = 025A VCEsat Tous types
teur
Base-emitter voltage VCe= 12V v All types 3 v
Tension base-€émetteur Ic = 2A BE Tous types
* Pulsed

Impulsions = 300 ms 5 < 2%
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2N 1616 - 2N 1617 - 2N 1618

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

(Unless otherwise stated)

M Tcase 25 °C Lo

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) (Sauf indications contraires)

Test conditions .

Conditions de mesure min | typ | max
Transition frequency Vcg= 30V All types

s L Ic = 03A fr 3 MHz

Fréquence de transition Tous types

f = 1MHz

3/3
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/) THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 2SN1936 -2N1937

NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM MESA DIFFUSES

[ A ( )
LF large signal amplification 60V 2N 1936
Amplification BF grands signaux VCEO 80V 2N 1937

High current switching Ic 20 A
Commutation fort courant

Ptot 200 W
Rth(j-c) 10C/W max
h21e (10A) 7-50
Dissipation derating k . )
Variation de dissipation
100 %
l \ Case W
75 . TO63 (CB70)
H Boitier
| \
| N\
50 —|
|
1\
25 1
]
oL

50 100 150 Tcase(OC) J
. L J

fABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

2N 1936 2N 1937
Collector-base voltage
125 126 \"
Tension collecteur-base Vcso
Collector-emitter voltage
0 80 \"
Tension collecteur-émetteur Vceo 8
Emitter-base voltage
\ 6 6 \
Tension émetteur-base €8O
Coliector current
20 20 A
Courant collecteur lc
Base current
10 10 A
Courant base 's
Power dissipation °
00 200 w
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 2
Storaje and junction temperature t 200 200 oc
&Tempé rature de jonction et de stockage Tstg — 65 + 200 — 65 +200 )
'
Junction-case thermal resistance
. . ique j ion boitier max Rthijc) 1 1 oC/W
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Novembre 1979 1/3
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2N 1936 - 2N 1937

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

T 250C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | tvp | max
Collector-emitter cut-off current VCe= 50V
Courant résiduel collecteurémetteur |l = 0 Iceo 18] mA
VCE= 120V 10
VBE= -1V
VCe= 60V
Collector-emitter cut-off current VBE= -1V ICEX 2N 1936 10 mA
C résiduel coll P ir |Tease= 150 OC
VCE= 80V .
VBE= ~1V 2N 1937 10
Tcase= 150 °C
Emitter-base cut-off current VEB= 6V | 1 mA
Courant résiduel émetteur-base ic =0 EBO
Coll -emitter brea voltage [Ilc = 200 mA V(BRICEQ" 2N 1936 60 v
Tension de claguage collecteur-émet- g =0 ( 2N 1937 80
teur
VcE= 3V
1 75
Ic 1A 2
Vce= 3V
Static forward currrent transfer ratio | CCE = .10A 7 50
Valeur statique d u rapport de trans- h21g*
fert direct du courant VCE= 10V 10 50
. Ic = 10A
VCe= 10V
Ic = 10A 6
Tease= — 55 0C
Collector-emitter saturation voltage | = 10A
Tension de saturation collecteurémet.||C = VCEsat® 0,75 v
| = 16A
teur
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A v . 15 v
Tension de saturation base-émetteur |Ig = 1,6 A BEsat ’
Base-emitter voltage VCe= 3V . 1.25 v
Tension base-émetteur Ic = 10A VBE !
* Pulsed
300 us 6§ < 2%

Impulsions tp =

2/3
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

2N 1936 - 2N 1937

( Unless otherwise stated )

Tcase 25°C L .
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) ( Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
Forward current transfer ratio :ICE i :OAV h 15 90
Rapport de transfert direct du courant] c = 21e
f = 1kHz
. Vce= 10V
au f = 1MHz
. veg= 10V
P f = 1MHz
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/> THOMSON-CSF 2N 2815 2N 2816
DIVISION SEMICONDUCTEURS 2N 2817 2N 2818

NPN SILICON TRANSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM MESA DIFFUSES

LF large signal amplification w 80V 2N 2815 W
Amplification BF grands signaux Vv 100V 2N 2816
CEO 150V 2N 2817
High current switching 200V 2N 2818
Commutation fort courant Ic 20 A
Ptot 200 W
Rth(j-c) 10C/W  max
h21ge (10A) 10-50
Dissipation derating \_ _J
Variation de dissipation
100 % —
| Case
. TO 63 (CB 70) W
| \ Boitier
75 t ¢
I \
X N
e
| \
2 | N
[}
ol d
0 50 100 150 T¢asel©C)
\— J N _J
rABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) W
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
2N 2815 2N 2816 2N 2817 2N 2818
Collector-base voltage \
Tension collecteur-base Vvcso 80 100 150 200 v
Collector-emitter voltage 150 200 v
Tension collecteur-émetteur Vceo 8o 100
Emitter-base voltage 10 10 v
Tension émetteur-base Veso 10 10
Collector current Ic 20 20 20 20 A
Courant collecteur
Base current s 10 10 10 10 A
Courant base
Power dissipation 200 200 w
Dissipation de puissance Tease 25 °C Piot 200 200
Storage and junction temperature 1 200 200 200 200 oc
7 de jonction et de stock . Tstg — 65 +200 | — 65 +200 |- 66 +200 | — 65 +200
e
ﬁ )
i thermal resi ) 1 1 oc/w
Rési thermique jonction-boiti max Rihlj<) 1 1
- J
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2N 2815 - 2N 2816 - 2N 2817 - 2N 2818

STATIC CHARACTERISTICS Tosss 28 9C ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES e { Sauf indications contraires )
- Test conditions .
Conditions de mesure min | tvp | max
VCe = 80V 2
VBE= —-15V
VeE = 80V 2N 2815
VBE= —-15V 20
Tcase= 150 OC
VCce = 100V 2
VBE= —15V
VCE = 100V ] 2N 2816
VBE= —-15V 20
Collector-emitter cut-off current Tcase= 150 °C | mA
Courant résiduel coll p CEX
VCE = 150V 2
VBE= —15V
VCE = 150V 2N 2817
VBE= —15V 20
Tcase= 150 oC
VCE = 200V 2
VBE= —-15V
VCce = 200V 2N 2818
VBE= —15V 20
[Tcase= 150 °C
Emitter-base cut-off current Veg = 10V 0.25 mA
P ésicuel é base Ic =0 leso .
2N 2815 80
Coll -emitter breakd voltage Ic = 100mA . [2N 2816 100
Tension de claquage collecteur-émet- s =0 V(BRICEO 2N 2817 150 v
teur
2N 2818 200
Static forward current transfer ratio VCE= 3V .
Valeur statique du rapport de transfert | c - 10A h21E 10 50
direct du courant c
Collector-emitter saturation voltage _
= A .
Tension de saturation collecteur émet- :C - :05 A VCEsat 15 v
teur 8 ‘
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A N 2
V| .5 \'
Tension de saturation base-émetteur |18 15A BEsat

* Pulsed

Impulsions e = 300 us 5§ < 2%

2/3
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

2N 2815 - 2N 2816 - 2N 2817 - 2N 2818

( Unless otherwise stated )

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES DYNAMYQUES ( pour petits signaux ) case { Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
. Vce =3V
Transition frequency
.. Ic =15A fr 06 MHz
Fréquence de transition f — 1 MHz
Turn-on time Iic =10A 35
Temps total d'établissement I8 =15A fon o
. Ic =10A
Fall time
. gt =15A tf 6 s
Temps de décroissance B2 = —15A
) . Ic = 10A
Carrier storage time
Retard & la décroissance lB1 = 154 ts 6 ks
g2 = —15A
3/3
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/> THOMSON-CSF 2N 2819-2N 2820
DIVISION SEMICONDUCTEURS 2 N 2821- EN EBE 2

NPN SILICON TRANSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM MESA DIFFUSES

4 W " )
LF large signal amplification 80V 2N 2819
100 V2N 2820

Amplification BF grands signaux VCEO 10y N 801
High current switching 200V 2N 2822
Commutation fort courant Ic 25A

Ptot 200W

Rth(j<) 19C/W  max

h21€ (15 A) 10 -50

Dissipation derating K )
Variation de dissipation

100 % Ve W
C
! N = 1063(CBT0) o
Boitier
75 L
| \
|
50 |1 N
|
I
25 |4 N
|
oLt
L 50 100 150 TcaselC) L )
KABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
2N 2819 2N 2820 2N 2821 2N 2822
Collector-base voltage
150 200 v
Tension collecteur-base Vego 80 100
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 8 100 150 200 v
Emitter-base voltage
10 10 10 \
Tension émetteur-base Veso 10
Coliector current
2 25 25 A
Courant collecteur 'c B 5
Base current
10 10 10 A
Courant base '8 10
Power dissipation o 2 200 200 w
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Prot 200 00
Storage and junction temperature 1 200 200 200 200 oc
Temp: de ji ion et de K . Tstg — 65 +200| — 65 +200| — 65 +200 | — 65 +200
-
o~
Junction-case thermal resistance !
Résistance thermique jonction boitier max Rth(j-c) 1 1 1 1 C/W
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Novembre 1979 1/3
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2N 2819 - 2N 2820 - 2N 2821 - 2

STATIC CHARACTERISTICS .

N 2822

( Unless otherwise stated )

Tcase 25 °C o )
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min (typ | max
VCE= 80V 2
VBE= —-15V
VeE— 80V 2N 2823
VBE= —15V 20
Tcase= 150 °C
VceE= 100V 2
Collector-emitter cut-off current VBE= —15V
A
Courant résiduel coll émetteur |VCE= 100V Icex 2N 2824 m
VBE= —-15V 20
Tcase= 150 0C
VCE= 150 V 2
VBE= —15V
Vee= 150V 2N 2825
VBe= —15V 20
Tcase= 150 °C
Emitter-base cut-off current VEB= 10V 0.25 A
Courant résiduel émetteur-base ic =0 leso § m
Collector-emitter breakdown voltage 2N 2823 80
Tension de claquage collecteur-émet- :C f CI)OO mA V(BR)CEO" [2N 2824 100 v
teur 8 2N 2825 150
Static forward current transfer ratio v, 2v )
Valeur statique du rapport de transfert]’ CE = h21E 10 40
. ic = 20A
direct du courant
Collector-emitter saturation voltage ! = 2A
Tension de saturation collecteur- 'C - 3A VCEsat” 11 v
émetteur 8 =
Base-emitter saturation voltage ic = 20A v . 21 v
Tension de saturation base-émetteur llg = 3 A BEsat '
* Pulsed
= 2%
Impulsions P 300 us 8 <
2/3
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2N 2819 - 2N 2820 - 2N 2821 - 2N 2822

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) Toass 25 9C ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) case ( Sauf indications contraires )
Test conditions min | typ | max
Conditions de mesure P
- Vce= 3V
Transition frequency
B Ic = 20A T 06 MHz
Fréquence de transition $ _ 1MHz
Turn-on time Ic = 20A
Temps total d'établissement Ig = 3A ton 35| s
Fall time :g’ = ?AA . 6 s
Temps de décroissance g2 = —3A
Carrier storage time :C = gOAA . 6
Retard 4 la décroissance B1 = s ks
g2 = —-3A

3/3
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/) THOMSON-CSF 2N 2823
DIVISION SEMICONDUCTEURS 2N 2824-2N 2825

NPN SILICON TRAI-VSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM MESA DIFFUSES

( N ' )
LF large siganl amplification 80V 2N 2823
Amplification BF grands signaux Vceo 100V 2N 2824

150V 2N 2825
High current switching Ic 30A
Commutation fort courant .
Ptot 200w
Rth(j<) 19C/W max
h21€ (20 A) 10-40
Dissipati&;n derating g J
Variation de dissipation
100 % o 1
| Case
| \ = TO 63 (CB 70)
75 T Boitier
] \
50— N
| \
251
|
[}
0 1
50 100 150 Tcase (OC) J
k . J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) N
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 2823 2N 2824 2N 2825
e s o | ® i w |
(r::Ilef:tor-emittar voltage VeeEo 80 100 150 v
nsion collecteur-émetteur
Emitter-base voltage 10 10 10 Vv
Tension émetteur-base VEBO
Collector current | 30 30 30 A
Courant collecteur C
\B;se current | 10 10 10 A
Courant base B8
Power dissipation o 200 200 w
Dissipation de puissance Tease 25°C Prot 200
Storage and junction temperature ] 200 200 200 oc
Temp de jonction et de stockag Tstg — 65 +200 — 65 +200 — 65 +200
\_ J
— ™
Junction-case thermal resistance . o
Résistance thermique jonction boitier max R‘h(l'c) ! ! ! ciw

\_ J
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2N 2823 - 2N 2824 - 2N 2825

STATIC CHARACTERISTICS T 25 o¢ ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires )

Test conditions N .

Conditions de mesure min | typ | max

VCE = 80V 2

VBE = —-15V

Vog = 80V 2N 2819

VBE = —15V 20

Tease= 150 °C

VCE = 100V 2

VBE = —156V

Ve = 100V 2N 2820

VBE = —15V 20
Coliector-emitter cut-off current Tcase= 150 °C . ™A
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce = 150V CEX 2

VBE = - 15V

Vo = 150V 2N 2821

VBE = —-15V 20

Tease= 150 °C

VCE = 200V 2

VBE = —15V

VeE = 200V 2N 2822

VBE = -15V 20

Tcase= 150 0C
Emitter-base cut-off current VEg = 10V 0.2 ™A
o iy base c =0 IEBO .25

2N 2819 80
Tonsion do cluage collecmurdmie. |C = 100MA| g [N |00 v
tour - e B =0 (BR) 2N 2821 150
2N 2822 200
Static forward current transfer ratio v =3v
Valeur statique du rapport de trans- ; CE = 15A h21E 10 50
fert direct du courant c =
Collector-emitter saturation voltage i = 15A
Tension de saturation collecteur-€émet- Ic —22A VCEsat" 15 v
teur 8 ’
Base-emitter saturation voltage Ic =15A - 25 ‘N
Tension de saturation base-émetteur |lIg = 2,2 A VBEsat ’
* Pulsed

Impulsions ' = 300 us 5§ < 2%
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2N 2823 - 2N 2824 - 2N 2825

DYNASMC CHARACTERISTICS ( for small signals ) T 26 0C { Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) ¢ ( Sauf indications contraires )
Test conditions min | typ | max
Conditions de mesure P
. Vce =3V
,T_."“‘i""':q“"c.yion ic =15A A7 06 MHz
réquance de transit f  =1MHz
Turn-en time Ic =15A
Temps wtal d'établissement I8 =22A fon 3851 ms
Ic =15A
Fall vimae
. . g1 =22A tf 6 us
Ternpe ofe décroissence B2 = -22A
— o i | s
Retandt & ia décroissance Bl =2 s bs
: 132 =-22A
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